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Реферат:
1. У довгохвильовому наближенні та в рамках методу ефективної маси побудовано модель екситону великого
радіуса у квазі-одновимірних напівпровідниках. Переглянуто стандартну модель воднеподібної системи в
одному вимірі. На основі побудованої моделі екситону для таких квазі-одновимірних напівпровідників, як
вуглецеві нанотрубки, з урахуванням можливих видів екранування електронно-діркової взаємодії знайдено
екситонні спектри та загальні залежності характеристик екситонів від параметрів нанотрубок і діелектричної
проникності зовнішнього середовища, яке ці нанотрубки оточує. У середовищах з діелектричною
проникністю, меншою за 1.8 (приблизно), виявлено ефект нестабільності одноелектронного спектра
нанотрубок відносно формування екситонів, який призводить до часткового руйнування одноелектронних
станів з подальшою їх стабілізацією. У зв’язку з цим, наприклад, для нанотрубок у вакуумі повинно
спостерігатися систематичне перевищення ширини забороненої зони над шириною забороненої зони тієї ж
нанотрубки, розташованої у середовищі з діелектричною проникністю, більшою за 1.8. Отримані результати



добре узгоджуються з існуючими експериментальними даними. Вказані ефекти були також виявлені та
досліджені й для найпростішої моделі квазі-одновимірного напівпровідника – лінійного, двохатомного
кристала.

2. The model of large-radius exciton in a quasi-one-dimensional semiconductor has been developed within the
long-wave and effective-mass approximations. The standard model of one-dimensional hydrogen-like system has
been revised. On the basis of developed exciton model, for such quasi-one-dimensional semiconductors as single-
walled carbon nanotubes, the spectra of excitons and general dependences of their characteristics on the
nanotube parameters and the environment permittivity have been obtained taking into account different forms of
the electron-hole interaction screening. The effect of single-electron spectrum instability with respect to exciton
formation has been revealed for nanotubes in dielectric media with permittivity less than 1.8 (approximately). This
effect leads to the partial destruction of single-electron states and their subsequent stabilization. Therefore, the
band gap of a nanotube in vacuum should exceed the band gap of the same tube surrounded by medium with
permittivity greater than 1.8. The obtained results are in good agreement with existing experimental data. The
mentioned effects have been also revealed and studied by the example of simplest quasi-one-dimensional
semiconductor – linear, diatomic crystal.
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